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Ga2O3 などの超ワイドバンドギャップ半導体の開発に関わる技術は大きな注目を集めている。
化学的安定性とワイドバンドギャップのユニークな組み合わせにより、太陽 UV モニタリング、

天文学、通信、ミサイルの検出など、ナノスケールエレクトロニクスおよびオプトエレクトロニク
ス における多様な UV アプリケーションが可能である。
最近では、民間、軍事、環境、産業市場のニーズにより、極めて過酷な環境で動作する UV
計測機器を改良する必要があるため、UV 光検出器 (PD) に大きな関心が寄せられている。
そのため、過酷な環境に耐え、可視波長を遮断したままスペクトルの UV 領域を検出すると
いう特殊な機能を備えた UV 光検出器を製造するための多くの研究が提案されている。
Ga2O3 は、可視光遮断 UV 光センサー、特にパワーエレクトロニクス、太陽遮断 UV 検出器、
過酷な環境でのデバイスアプリケーションに最適な候補である。

本研究では液相ガリウムの表面より酸化ガリ
ウム薄膜を入手する方法を用いて紫外線セン
サーの作製を行った。
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金属は液相状態を
取ることで、表面に
形成された酸化膜と
の結合が弱くなる。
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液相ガリウムより転写した表面酸化膜をAFMで観察した。
断面スペクトルより大気下・常温(24℃)の条件下で生成さ
れた表面酸化膜の膜厚は 6.0 nm付近であった

液相ガリウム表面酸化膜のAFM像及び断面スペクトル

Taucプロット PYSプロット

液相ガリウムより転写した表面酸化膜は
Eg = 4.8 eV, Φ = 4.6 eV を持つことが分かった

光源からの距離 10 cm 印加電圧 -1.0 V ~ 1.0 V でのI-V特性とON / OFF比

光源からの距離 10 cm 印加電圧 -5.0 V ~ 5.0 V でのI-V特性とON / OFF比

光源からの距離 5 cm 印加電圧 -1.0 V ~ 1.0 V でのI-V特性とON / OFF比

光源からの距離 5 cm 印加電圧 -5.0 V ~ 5.0 V でのI-V特性とON / OFF比

光源からの距離 5 cm 印加電圧 -1.0 V でのI-T特性

光源からの距離 10 cm 印加電圧 -1.0 V での
アニール温度別のON / OFF比

光源からの距離 10 cm 印加電圧 -1.0 V での
アニール温度別の抵抗値

I-V特性の結果とON / OFF比の結果より紫外線を照射することでわずかに電
流値が上昇することが確認できた。また、電流値の立ち上がり付近ではON / 
OFF比がより上昇することが分かった。

I-V特性の結果とON / OFF比の結果より紫外線を照射する距離を近づけるこ
とで電流値が上昇することが分かった。また、紫外線の波長が 254 nmより
365 nmの方が高く反応することが分かった。

λex = 365 nm の試料では ON / 
OFF 比は平均で5.85 また、365 
nmを照射して電流値が立ち上が
りきるまでに平均で0.23 sec. 、
照射をやめて電流値が立ち下が
りきるまでに平均で0.26 sec. で
あった。λex = 254 nmの試料では
ON / OFF 比は平均で4.60 で
あった。また、254 nmを照射して

電流値が立ち上がりきるまでに平
均で0.17 sec. 、照射をやめて電

流値が立ち下がりきるまでに平均
で0.32 sec. であった。

λex = 254 nm 光源との距離10 cm で測定を行った。また、
試料はアニールなし、150℃, 300℃, 450℃, 600℃ で大

気下アニールをしたものを用意した。基本的にアニール温度
が上昇するほどON / OFF比が上昇する傾向が見られた。

また、抵抗値もアニール温度が上昇するごとに増加していく
ことが分かり、酸化膜上で電流が流れていることが分かる。

・紫外線 λex = 365 nm、λex = 254 nmを照射することで電流値が上昇することがわかり
紫外線のセンシングとして使える可能性が示された。

・液相ガリウムより極薄(6.0 nm程度)の酸化膜を常温大気下で形成することに成功した。

・アニールを行うことでより紫外線へ反応しやすくなることが示された。

今後の展望
液相ガリウムに他金属を添加することで表面に形成される酸化膜の物性を任意に
調節できる可能性が報告されている
本実験と同様のプロセスでデバイスを作製し、特性をしらべる
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